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СХЕМА ЖИВЛЕННЯ БАГАТОКАСКАДНОГО 
ТРАНЗИСТОРНОГО ПІДСИЛЮВАЧА НВЧ

Запропоновано схему живлення, яка підвищує технологічність виготовлення і надій­
ність роботи багатокаскадного транзисторного підсилювача НВЧ з гальванічним 
зв’язком між каскадами.

Потенційні можливості сучасних малошумлячих польових транзисторів 
короткохвильової частини НВЧ діапазону найбільш повно реалізуються в 
багатокаскадних транзисторних підсилювачах з гібридно-інтегральною НВЧ 
мікросхемою на бічній поверхні гребенів Н-подібного хвилеводу [1].

Однією з переваг таких підсилювачів є гальванічний зв’язок між каска­
дами, що дозволяє виключити втрати в роздільних конденсаторах. 
Еквівалентна схема на постійному струмі трьохкаскадного підсилювача при­
ведена на рис. 1, де VT1-VT3 -  безкорпусні польові транзистори, С\-С6 -  
ємності тонкоплівочних конструктивних конденсаторів фільтрів живлення, 
напилених безпосередньо на підкладці гібридно-інтегральної мікросхеми, 
L\-L\\ -  індуктивності кіл живлення. До недоліків схеми слід віднести не­
обхідність в 6 окремих джерелах живлення, зв'язаних провідниками з НВЧ 
мікросхемою, що ускладнює конструкцію підсилювача. Пошкодження в 
одному із кіл живлення або вихід із ладу одного транзистора може стати 
причиною виходу з ладу інших транзисторів підсилювача.

Рис. 1

Названі недоліки усуваються схемою живлення, приведеною на рис. 2. В 
ній додатково введені Тонкоплівчані резистори Ru R2 , які можуть бути ре­
алізовані безпосередньо в гібридно-іигегральній мікросхемі в єдиному тех­
нологічному циклі її виготовлення, а також 3 безкорпусні стабілітрони VD] 
-  VD3 , встановлені на підкладці НВЧ мікросхеми підсилювача поза кана­
лом хвилеводу. Розглянута схема забезпечує послідовне сполучення тран-
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зисторів на постійному струмі, величина якого вибирається із умови 
мінімуму шумів транзисторів (/ = 0,15/нас [2], де Лшс. -  струм насичення тран­
зисторів) і забезпечується напругою в точці 1. Розподіл напруги, що 
підводиться в точку 2, між транзисторами забезпечується резисторами Ль 

Стабілітрони VDi~VD3 виключають можливість збільшення напруги на 
транзисторах вище допустимих значень, а також помилкову подачу напруги 
протилежної полярності.
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Рис. 2

Перевагою запропонованої схеми є підвищення технологічності виго­
товлення і надійності роботи бататокаскадних транзисторних підсилювачів 
з гібридно-інтегральною НВЧ мікросхемою на бічній поверхні гребенів Н- 
подібного хвилеводу.
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